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１．概要（Summary） 

金属と半導体界面のショットキー高さがプラズモン誘起

電荷分離にどのような影響を与えるのか明らかにするため、

金とチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)基板界面にアルミン

酸ランタン(LaAlO3)を挿入し、ヘテロ構造の終端界面に

よりショットキー高さを制御することを試みた。TiO2 終端と

した SrTiO3 基板上に、パルスレーザー堆積法(PLD)

を用いてLaAlO3を一層成膜すると(LaO)+(AlO2)-の順

に成膜され、また SrO 終端とした SrTiO3基板に同様

に LaAlO3 を成膜すると(AlO2)- (LaO)+の順に成膜さ

れると考えられる。これらの異なる双極子方向を有す

る界面が金と形成するショットキー高さについて検

討した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 半導体薄膜堆積装置(PLD) 

【実験方法】 

 ショットキーを下げるヘテロ構造作製のため、TiO2 終端

とした SrTiO3 基板上に反射高速電子線回折

(RHEED)で表面状態を監視しながら PLD を用いて

LaAlO3を 1 ユニットセル（uc）成膜した。またショ

ットキーを上げるヘテロ構造のため、TiO2終端とした

SrTiO3基板上に SrO を 1 ユニットセル、RHEED で

監視しながらPLDを用いて成膜しSrO終端のSrTiO3

基板作製後、先ほど同様に LaAlO3を 1 ユニットセル

成膜した。最後に LaAlO3 薄膜上に金を蒸着させて、

SrTiO3／LaAlO3 ヘテロ構造が金と形成するショット

キー高さを電気化学アナライザーを用いて測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 電気化学アナライザーを用いて電流-電圧特性を測定し

たところ、TiO2 終端とした SrTiO3 基板上に LaAlO3 を

成膜していくと電流-電圧特性はオーミックになるこ

とから、ショットキー高さを下げることに成功した。

一方、SrO 終端とした SrTiO3 基板に同様に LaAlO3

を成膜すると整流特性の立ち上がり電圧が、本来の

SrTiO3 基板より正側にシフトしていることからショ

ットキー高さが上がったことが実験から明らかとな

った。 

 
Fig. 1 Current density-Voltage characteristics of 
LaAlO3 loaded SrTiO3 with TiO2 termination (blue 
and green) and SrO termination (red).  
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